第十七届全国MOCVD学术会议[footnoteRef:1] （题目使用黑体三号） [1:  国家自然科学基金（XXXXXXX）和863计划（XXXXX）资助项目] 

作者, 作者* , 作者（作者栏使用宋体四号）
单位名称，单位地址，邮编
*通讯作者：电话/传真： 邮箱：xxx@ncu.edu..cn
(地址和单位栏使用宋体5号)
说明：正文使用宋体5号字，重要数据需要添加图表，图表说明使用宋体5号字，英文使用Times New Roman，参考文献正文采用同样字体。整个摘要不超过1页A4版面，页边距（上下左右）均为2.54厘米。

金属有机化学气相淀积（MOCVD）技术自二十世纪六十年代提出以来，取得了飞速进步，已经广泛应用于制备III族氮化物、III-V族化合物、碲化物、氧化物等重要半导体材料及其量子结构，极大地推动了光电子器件和微电子器件与芯片的发展及产业化，也成为半导体超晶格、量子阱、量子线、量子点结构材料及相关器件研究的关键技术。未来MOCVD技术的发展将会给化合物半导体科学技术和产业发展带来更为广阔的前景。
作为MOCVD技术和化合物半导体材料器件研发交流的平台，全国MOCVD学术会议自1989年第一届会议举办以来，已经成功举办了十六届，会议规模和影响力越来越大，成为全国学术界和产业界广泛参与的学术盛会。本次会议选择在山西太原举行，届时与会专家学者、工程技术人员和企业家将在围绕MOCVD生长机理与外延技术、MOCVD设备（整机/部件/配件/原材料）、材料结构与物性、光电子器件、电力电子器件、微波射频器件、LED智能照明与物联网、半导体激光器、光伏/光探测器、可见光通信技术等领域开展广泛交流，了解发展动态，促进相互合作。这次会议必将对我国MOCVD学术研究、技术进步及半导体产业发展起到有力的推动作用。
[bookmark: _GoBack]

第十


七


届全国


MOCVD


学术


会议


1


 


（题目使用黑体三号）


 


×÷Õß


, 


×÷Õß


*


 


, 


×÷Õß£¨×÷ÕßÀ¸Ê¹ÓÃËÎÌåËÄºÅ£©


 


µ¥Î»Ãû³Æ


£¬


µ¥Î»µØÖ·


£¬


ÓÊ±à


 


*


Í¨Ñ¶×÷Õß£ºµç»°


/


´«Õæ£º


 


ÓÊÏä£º


xxx@


ncu.edu.


.cn


 


(


µØÖ·ºÍµ¥Î»À¸Ê¹ÓÃËÎÌå


5


ºÅ


)


 


ËµÃ÷£ºÕýÎÄÊ¹ÓÃËÎÌå


5


ºÅ×Ö£¬


ÖØÒªÊý¾ÝÐèÒªÌí¼Ó


Í¼±í£¬Í¼±íËµÃ÷Ê¹ÓÃËÎÌå


5


ºÅ×Ö£¬Ó¢ÎÄÊ¹ÓÃ


Times New Roman


£¬²Î¿¼ÎÄÏ×ÕýÎÄ²ÉÓÃÍ¬Ñù×ÖÌå¡£Õû¸öÕªÒª²»³¬¹ý


1


Ò³


A4


°æÃæ£¬Ò³±ß¾à£¨ÉÏÏÂ×ó


ÓÒ£©¾ùÎª


2.54


ÀåÃ×¡£


 


 


½ðÊôÓÐ»ú»¯Ñ§ÆøÏàµí»ý£¨


MOCVD


£©¼¼Êõ×Ô¶þÊ®ÊÀ¼ÍÁùÊ®Äê´úÌá³öÒÔÀ´£¬È¡µÃÁË·ÉËÙ½ø²½£¬ÒÑ¾­¹ã


·ºÓ¦ÓÃÓÚÖÆ±¸


III


×åµª»¯Îï¡¢


III


-


V


×å»¯ºÏÎï¡¢íÚ»¯Îï¡¢Ñõ»¯ÎïµÈÖØÒª°ëµ¼Ìå²ÄÁÏ¼°ÆäÁ¿×Ó½á¹¹£¬


¼«´óµØÍÆ¶¯ÁË¹âµç×ÓÆ÷¼þºÍÎ¢µç×ÓÆ÷¼þÓëÐ¾Æ¬µÄ·¢Õ¹¼°²úÒµ»¯£¬Ò²³ÉÎª°ëµ¼Ìå³¬¾§¸ñ¡¢Á¿×ÓÚå¡¢Á¿


×ÓÏß¡¢Á¿×Óµã½á¹¹²ÄÁÏ¼°Ïà¹ØÆ÷¼þÑÐ¾¿µÄ¹Ø¼ü¼¼Êõ¡£Î´À´


MOCVD


¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹½«»á¸ø»¯ºÏÎï°ëµ¼Ìå¿Æ


Ñ§¼¼ÊõºÍ²úÒµ·¢Õ¹´øÀ´¸üÎª¹ãÀ«µÄÇ°¾°¡£


 


×÷Îª


MOCVD


¼¼ÊõºÍ»¯ºÏÎï°ëµ¼Ìå²ÄÁÏÆ÷¼þÑÐ·¢½»Á÷µÄÆ½Ì¨£¬È«¹ú


MOCVD


Ñ§Êõ»áÒé×Ô


1989


ÄêµÚ


Ò»½ì»áÒé¾Ù°ìÒÔÀ´£¬ÒÑ¾­³É¹¦¾Ù°ìÁËÊ®Áù½ì£¬»áÒé¹æÄ£ºÍÓ°ÏìÁ¦Ô½À´Ô½´ó£¬³ÉÎªÈ«¹úÑ§Êõ½çºÍ²úÒµ


½ç¹ã·º²ÎÓëµÄÑ§ÊõÊ¢»á¡£±¾´Î»áÒéÑ¡ÔñÔÚÉ½Î÷Ì«Ô­¾ÙÐÐ£¬½ìÊ±Óë»á×¨¼ÒÑ§


Õß¡¢¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±ºÍÆóÒµ


¼Ò½«ÔÚÎ§ÈÆ


MOCVD


Éú³¤»úÀíÓëÍâÑÓ¼¼Êõ¡¢


MOCVD


Éè±¸£¨Õû»ú


/


²¿¼þ


/


Åä¼þ


/


Ô­²ÄÁÏ£©¡¢²ÄÁÏ½á¹¹ÓëÎïÐÔ¡¢


¹âµç×ÓÆ÷¼þ¡¢µçÁ¦µç×ÓÆ÷¼þ¡¢Î¢²¨ÉäÆµÆ÷¼þ¡¢


LED


ÖÇÄÜÕÕÃ÷ÓëÎïÁªÍø¡¢°ëµ¼Ìå¼¤¹âÆ÷¡¢¹â·ü


/


¹âÌ½²â


Æ÷¡¢¿É¼û¹âÍ¨ÐÅ¼¼ÊõµÈÁìÓò¿ªÕ¹¹ã·º½»Á÷£¬ÁË½â·¢Õ¹¶¯Ì¬£¬´Ù½øÏà»¥ºÏ×÷¡£Õâ´Î»áÒé±Ø½«¶ÔÎÒ¹ú


MOCVD


Ñ§ÊõÑÐ¾¿¡¢¼¼Êõ½ø²½¼°°ëµ¼Ìå²úÒµ·¢Õ¹Æðµ½ÓÐÁ¦µÄÍÆ¶¯×÷ÓÃ¡£


 


 


 


1


 


¹ú¼Ò×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ð£¨


XXXXXXX


£©


ºÍ


863


¼Æ»®


£¨


XXXXX


£©


×ÊÖú


ÏîÄ¿


 




第十 七 届全国 MOCVD 学术 会议

1

  （题目使用黑体三号）   作者 ,  作者 *   ,  作者（作者栏使用宋体四号）   单位名称 ， 单位地址 ， 邮编   * 通讯作者：电话 / 传真：   邮箱： xxx@ ncu.edu. .cn   ( 地址和单位栏使用宋体 5 号 )   说明：正文使用宋体 5 号字， 重要数据需要添加 图表，图表说明使用宋体 5 号字，英文使用 Times New Roman ，参考文献正文采用同样字体。整个摘要不超过 1 页 A4 版面，页边距（上下左 右）均为 2.54 厘米。     金属有机化学气相淀积（ MOCVD ）技术自二十世纪六十年代提出以来，取得了飞速进步，已经广 泛应用于制备 III 族氮化物、 III - V 族化合物、碲化物、氧化物等重要半导体材料及其量子结构， 极大地推动了光电子器件和微电子器件与芯片的发展及产业化，也成为半导体超晶格、量子阱、量 子线、量子点结构材料及相关器件研究的关键技术。未来 MOCVD 技术的发展将会给化合物半导体科 学技术和产业发展带来更为广阔的前景。   作为 MOCVD 技术和化合物半导体材料器件研发交流的平台，全国 MOCVD 学术会议自 1989 年第 一届会议举办以来，已经成功举办了十六届，会议规模和影响力越来越大，成为全国学术界和产业 界广泛参与的学术盛会。本次会议选择在山西太原举行，届时与会专家学 者、工程技术人员和企业 家将在围绕 MOCVD 生长机理与外延技术、 MOCVD 设备（整机 / 部件 / 配件 / 原材料）、材料结构与物性、 光电子器件、电力电子器件、微波射频器件、 LED 智能照明与物联网、半导体激光器、光伏 / 光探测 器、可见光通信技术等领域开展广泛交流，了解发展动态，促进相互合作。这次会议必将对我国 MOCVD 学术研究、技术进步及半导体产业发展起到有力的推动作用。      

1

  国家自然科学基金（ XXXXXXX ） 和 863 计划 （ XXXXX ） 资助 项目  

